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Значительный интерес к исследованию комбинационного рассеяния света (КРС) полупроводников обусловлен тем, что анализ спектров КРС позволяет определять элементный состав, механические напряжения, теплоемкость и другие их параметры. Спектр КРС несет информацию об электрон-фононном взаимодействии, которое определяет процессы рассеяния носителей заряда и, соответственно, рабочие характеристики полупроводниковых приборов. Понижение размерности полупроводников, в предельном случае до одиночного нанокристалла (НК), приводит к резкому уменьшению интенсивности КРС вследствие малого сечения рассеяния (до ~10-29 см2). Поэтому изучение методов усиления интенсивности КРС фононами в полупроводниковых НК стало темой многочисленных публикаций последних лет. Наиболее эффективным подходом для усиления сигнала КРС полупроводниковыми НК является реализация гигантского КРС (ГКРС) [1], при котором энергия падающего излучения близка или совпадает с энергией локализованного поверхностного плазмона нанокластеров металлов, расположенных вблизи полупроводниковых НК. 
В настоящей работе исследовался спектр КРС НК CuS, нанесённых на твердотельные подложки с помощью технологии Ленгмюра-Блоджетт [2]. Синтез НК CuS осуществлялся путем сульфидирования слоев бегената меди толщиной 30-50 монослоев. Для исследования свободных НК CuS органическая матрица удалялась в результате отжига при температуре 150°С.

Спектр КРС НК CuS характеризуется основной линией вблизи 475 см-1, обусловленной колебаниями S-S связи в CuS. Для усиления этой моды НК наносились на поверхность островковых пленок Au с разной морфологией, сформированных методом вакуумного осаждения. Наблюдалась и исследовалась зависимость интенсивности этой моды от типа подложки (рис.1) и от длины волны возбуждающего излучения. Для оценки эффективности полученных структур, были изучены спектры ГКРС НК CuS, нанесённых на коммерческую подложку Klarite.
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Рис. 1. Спектры КРС пленок НК CuS разной толщины, сформированных на поверхности Si и Au.









